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(54)【発明の名称】 アクティブマトリクス型液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  結晶粒の配列の仕方によりトランジスタの特
性が変化する場合であっても一定の表示品質を確保する
ことができるアクティブマトリクス型液晶表示装置を提
供する。
【解決手段】  画素電極の映像信号を書き込むための直
列に接続された２つ以上のトランジスタを基板上に設
け、直列に接続された２つ以上のトランジスタの一方端
に画素電極と映像信号を蓄積するための容量とが接続さ
れ、他方端に映像信号を送り込む信号線が接続され、直
列に接続された２つ以上のトランジスタにおいて、画素
電極に接続する側に配置される２つのトランジスタ間の
接続部に容量が接続されており、画素電極に最も近接し
たトランジスタについては、ドレイン領域にのみＬＤＤ
を形成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  画素電極の映像信号を書き込むための直
列に接続された２つ以上のトランジスタを基板上に設
け、前記直列に接続された２つ以上のトランジスタの一
方端に画素電極と映像信号を蓄積するための容量とが接
続され、他方端に映像信号を送り込む信号線が接続さ
れ、
前記直列に接続された２つ以上のトランジスタにおい
て、画素電極に接続する側に配置される２つのトランジ
スタ間の接続部に容量が接続されており、画素電極に最
も近接したトランジスタについては、ドレイン領域にの
みＬＤＤ（Lightly Doped Drain）が形成されているこ
とを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項２】  画素トランジスタの能動層にポリシリコ
ンを用いる請求項１記載のアクティブマトリクス型液晶
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブマトリ
クス型液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】アクティブマトリクス型液晶表示装置
は、映像信号を書き込むためのスイッチング素子として
薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を用いるのが主流である。
表示品質を高めるためには、かかるスイッチング素子の
リーク電流を低減し、映像信号の電位を保持することが
非常に重要となる。そのため、従来、特にポリシリコン
を能動層とするポリシリコン薄膜トランジスタの技術分
野では、薄膜トランジスタを２つ直列に接続することに
よって薄膜トランジスタ１つ当りに印加される電圧を分
配し、かつ薄膜トランジスタにＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ
  Ｄｏｐｅｄ  Ｄｒａｉｎ）を形成することによってド
レイン端の電界を緩和する構造を形成している。かかる
構造にすることによって、リーク電流を低減することが
でき、画素電位（映像信号電位）の変動を抑制すること
が可能となっている。
【０００３】図４は、従来のアクティブマトリクス型液
晶表示装置における画素部の回路構成図である。図４に
おいて、１０１及び１０２は画素トランジスタを示して
おり、いずれもＬＤＤ構造を有するものである。１０３
は画素の電位を保つための容量を、１０４は画素電極
を、１０５はゲート配線を、１０６は映像信号を画素電
極に送るためのソース配線を、それぞれ示している。
【０００４】ここで、ゲート電極にハイレベルの電圧が
印加され、画素トランジスタ１０１及び１０２がＯＮ状
態になると、ソース配線１０６から映像信号電位が容量
１０３に書き込まれる。逆に、ゲート電極がローレベル
になると、画素トランジスタ１０１及び１０２はＯＦＦ
状態になり、容量１０３によって画素電極１０４の電位
が保持される。このような動作が、ある決まったタイミ
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ングで液晶の表示領域にある各画素で行われることによ
って映像が写し出されることになる。
【０００５】図５は、ポリシリコンを能動層とする画素
トランジスタ１０１及び１０２の構成図である。図５に
おいて、１０７はＬＤＤを、１０８はゲート電極を、１
０９はシリコン結晶粒を、１１０はソース／ドレイン電
極を、それぞれ示している。ＬＤＤ１０７は、ゲート電
極１０８の両側に形成されている。シリコン結晶粒１０
９は、図５に示すように無秩序に配置されており、ポリ
シリコン層を形成している。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ポリシ
リコン薄膜トランジスタは能動層及びＬＤＤ部の半導体
層がシリコンの多結晶で形成されているため、結晶粒の
配列の仕方によりトランジスタの特性が変化する。その
ために、隣り合う画素トランジスタのＯＮ電流及びＯＦ
Ｆ電流の特性が異なることによって、隣り合う画素の輝
度が異なり、表示品質の保持が困難になるおそれがある
という問題点があった。
【０００７】特に、中間調の表示をした場合において、
画素の電位を保つ容量部から電流が画素トランジスタの
ゲート電極下のチャンネル領域に電流が流込む際に、画
素トランジスタのドレイン側のリーク電流量が画素トラ
ンジスタごとに異なることになり、リーク電流の大きい
画素トランジスタに接続されている画素電位が周りの画
素の電位より下がってしまい、その結果として当該画素
の輝度が周りの画素よりわずかに明るくなる輝点が生じ
てしまうという、いわゆる中間調輝点問題が生じること
になる。
【０００８】本発明は、上記問題点を解消するために、
結晶粒の配列の仕方によりトランジスタの特性が変化す
る場合であっても一定の表示品質を確保することができ
るアクティブマトリクス型液晶表示装置を提供すること
を目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に本発明にかかるアクティブマトリクス型液晶表示装置
は、画素電極の映像信号を書き込むための直列に接続さ
れた２つ以上のトランジスタを基板上に設け、直列に接
続された２つ以上のトランジスタの一方端に画素電極と
映像信号を蓄積するための容量とが接続され、他方端に
映像信号を送り込む信号線が接続され、直列に接続され
た２つ以上のトランジスタにおいて、画素電極に接続す
る側に配置される２つのトランジスタ間の接続部に容量
が接続されており、画素電極に最も近接したトランジス
タについては、ドレイン領域にのみＬＤＤが形成されて
いることを特徴とする。
【００１０】かかる構成により、ゲート電極がＯＦＦに
なったときにソース／ドレインからゲート電極下のチャ
ンネル部に流れ込むリーク電流は、画素電極側からの電
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流値とその反対側に位置する容量側からの電流値とを比
較した結果、画素電極側にＬＤＤが形成されているため
リーク電流値が容量側に比べ２桁程度少ないことを考慮
すると、チャンネル部に流れ込む電流は主に画素電極と
反対側に形成されている容量より供給されることにな
り、ＬＤＤ部のリーク電流が結晶粒の配列の仕方により
多少変動した場合であっても画素電極の電位はほとんど
変動せず、中間調輝点問題を発生させないことが可能と
なる。
【００１１】また、大面積に均一に半導体層を形成する
ためには、既存の技術状況、特に量産設備の状況等を考
慮すると、本発明にかかるアクティブマトリクス型液晶
表示装置は、画素トランジスタの能動層にポリシリコン
を用いていることが好ましい。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態にかか
るアクティブマトリクス型液晶表示装置について、図面
を参照しながら説明する。図１は本発明の実施の形態に
かかるアクティブマトリクス型液晶表示装置における画
素部の回路構成図である。
【００１３】図１において、１及び２は画素トランジス
タを示しており、画素トランジスタ１はゲート電極の両
側にＬＤＤ構造７を有し、画素トランジスタ２は画素電
極側のみにＬＤＤ構造７を有している構造となってい
る。
【００１４】また、３は画素の電位を保つための容量
を、４は画素電極を、５はゲート配線を、６は映像信号
を画素電極に送るためのソース配線を、８は容量を、そ
れぞれ示している。
【００１５】また、図２はポリシリコンを能動層とする
画素トランジスタ１及び２の構成図である。図２におい
て、７はＬＤＤを、１１はゲート電極を、９はシリコン
結晶粒を、１０はソース／ドレイン電極を、それぞれ示
している。ここで、ＬＤＤ７は、トランジスタ１につい
てはゲート電極１１の両側に形成されているが、トラン
ジスタ２では画素電極４側だけにＬＤＤ７が形成されて
いる点に本実施の形態の特徴を有する。また、結晶粒９
は図２に示すように無秩序に配置され、ポリシリコン層
を形成している。
【００１６】図３は、トランジスタ２におけるＩ－Ｖ特
性を示したものである。図３において、実線部２１は画
素電極４側をドレインにした場合の特性を、破線部２２
は容量８側をドレインにした場合の特性を、それぞれ示
しており、破線部２２の場合はドレイン側にＬＤＤがな
いことから、画素ＯＦＦ時の動作領域２３におけるリー
ク電流値が、実線部２１の場合に比べて格段に増加して
いることがわかる。
【００１７】次に、本発明の実施の形態にかかるアクテ
ィブマトリクス型液晶表示装置の動作原理について説明
する。まずゲート電極１１にハイレベルの電圧が印加さ
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れ、画素トランジスタ１及び２がＯＮ状態になると、ソ
ース配線６から映像信号電位が容量３及び容量８に書き
込まれる。次に、ゲート電極１１がローレベルになり、
画素トランジスタ１及び２がＯＦＦ状態になると、ゲー
ト電極１１の下に位置するチャンネル領域には、容量カ
ップリングにより電流が流れこもうとする。
【００１８】この時の電流値は、図３で示した画素ＯＦ
Ｆ時の動作領域２３におけるリーク電流値と強い相関関
係を有している。すなわち、図３のＩ－Ｖ特性図におけ
る実線部２１と破線部２２の関係からもわかるように、
かかる流れこもうとする電流値は、画素電極４側からの
電流ではなく、そのほとんどが容量８側からの電流で占
められていることになり、電流値の大きさを考慮する
と、画素電極４側からの電流値の変化は容量８側からの
電流値に比べて十分に無視できる範囲内にあるものと考
えられる。
【００１９】すなわち、画素トランジスタのゲート電極
がＯＦＦになった直後は、画素電極４側における容量３
の画素トランジスタ側の電位と、画素トランジスタ間に
接続された容量８のトランジスタ接続側の電位は同じで
ある。しかしながら、ゲート電極がＯＦＦになったとき
に、ソース／ドレインからゲート電極下のチャンネル部
に流れ込むリーク電流は、画素電極４側からの電流値
と、その反対側である容量８側からの電流値とを比較し
た結果、画素電極４側にはＬＤＤが形成されているため
リーク電流が容量８側からの電流値に比べ２桁程度少な
いという事実を考慮すると、チャンネル部に流れ込む電
流は主に画素電極４と反対側に形成されている容量８か
ら供給されていることになる。よって、ＬＤＤ部のリー
ク電流が結晶粒の配列の仕方により多少変動したとして
も画素電極４の電位はほとんど変動しないことになり、
中間調輝点問題が発生することはほとんどないものと考
えられる。
【００２０】したがって、例えばＬＤＤ部におけるリー
ク電流が、結晶粒の配列の仕方によって多少変動して図
３における一点鎖線部２４のような特性になったとして
も、チャンネル領域に流れ込む電流は主に容量８により
供給されていることから、画素電極４の電位自体はほと
んど変動しないことになり、画素トランジスタにおける
ドレイン側のリーク電流量が画素トランジスタごとに変
動することがなく、いわゆる中間調輝点問題が発生する
ことがなくなることになる。
【００２１】以上のように本実施の形態によれば、ゲー
ト電極がＯＦＦになったときにソース／ドレインからゲ
ート電極下のチャンネル部に流れ込むリーク電流は、画
素電極側からの電流値とその反対側に位置する容量側か
らの電流値とを比較した結果、画素電極側にＬＤＤが形
成されているためリーク電流値が容量側に比べ２桁程度
少ないことを考慮すると、チャンネル部に流れ込む電流
は主に画素電極と反対側に形成されている容量より供給
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されることになり、ＬＤＤ部のリーク電流が結晶粒の配
列の仕方により多少変動した場合であっても画素電極の
電位はほとんど変動せず、中間調輝点問題を発生させな
いことが可能となる。
【００２２】
【発明の効果】以上のように本発明にかかるアクティブ
マトリクス型液晶表示装置によれば、複数直列につなが
った画素トランジスタの最も画素電極に近い画素トラン
ジスタにおいて、画素電極側にのみＬＤＤを形成し、か
つ容量を付加することによって、画素電極側からのリー
ク電流を抑制することができ、中間調輝点問題を解決す
ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態にかかるアクティブマト
リクス型液晶表示装置における画素部の回路構成図
【図２】  本発明の実施の形態にかかるアクティブマト
リクス型液晶表示装置における画素トランジスタの構成
図 *
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*【図３】  本発明の実施の形態にかかるアクティブマト
リクス型液晶表示装置における画素トランジスタの電気
的特性図
【図４】  従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置
における画素部の回路構成図
【図５】従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置に
おける画素トランジスタの構成図
【符号の説明】
１、２、１０１、１０２  薄膜トランジスタ
３、１０３  映像信号を蓄積するための容量
４、１０４  画素電極
５、１０５  ゲート配線
６、１０６  ソース配線
７、１０７  ＬＤＤ
８  容量
９、１０９  シリコン結晶粒
１０、１１０  ソース／ドレイン電極
１１、１０８  ゲート電極

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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晶体管，LDD仅在连接到电容器的晶体管的漏极区域中形成。
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